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Heterokecidlorin fotoelektrik xassalorinin todqiqi fototranzistorlarda vo
giinas elementlorinds praktiki tetbiqi baximindan ¢ox aktualdir. Lakin hetero-
kecidlorin fizikasi va texnologiyasinin digar vacib aspekti do geyri-ideal hete-
rokecidlorin todqiqi ve praktiki tetbiqi ilo baghdir. Qeyri-ideal heteroke-
¢idlords yarimkegciricilorin miixtolif xassslori ilo bagh bir sira miixtalif effektlor
vo hadisolor miisahido olunur Qeyri-ideal heterokegidlorin 6yronilmosinin
istigamotlorindon biri do A2Bé birlosmolorinin osasinda giinos elementlorinin
totbiqi imkanlarinin arasdirilmasidir [1-3].

Miixtalif kimyovi va faizco torkibli ZnSe1«Tex nazik tobogslori Si altliglar
lizorindo mohluldan kimyovi ¢6kdiirmo metodu ilo alinmisdir. Todqiq olunan
heterokecidin fotohassasligin spektral paylanmasi, garanliq vs isigda volt-
amper xarakteristikalari, volt-farad xarakteristikalari todqiq olunmusdur.

Si/ZnSe1xTex heterokegidinin termik emaldan ovval qaranliq volt-amper
xarakteristikalar1 miixtalif torkibli ZnSei«Tex tobagalori liclin sok. 1 -do gos-
torilmisdir.

Muxtalif miiddstlords termik emal olunmus Si/ZnSei.xTex (x=0,5) hete-
roke¢idinin termik emaldan sonra volt-amper xarakteristikalar1 sokil 2 -do
gostorilmisdir/Miixtalif miiddotds termik emal olunmus Si/ ZnSeiTex (x=0,5)
heterokecidinin isiq volt-amper xarakteristikalarinin (b) tohlili géstorir ki,
Havada 20 dog. miiddstinds termik emal olunmus heterokecidlor ii¢lin agiq
dovroe gorginliyi 0,9 V, qisa qapanma ceroyani 36-38 mA/sm?-a catir.
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Sok. 1. Si/ZnSe1xTexheterokecidinin T = 300 K temperaturda stasionar volt-amper
xarakteristikalari. X= 1-0.2, 2-0.3, 3-0.5.

Si/ZnSei«Tex (x=0,5) heterokecidinin termik emaldan avval volt-amper

xarakteristikalarinin aksina qolu I ~ Un iistlii qanunu ils tasvir etmok olur. (so-
kil 2).
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Sak. 2. Si/ZnSe1xTex (x=0,5) heterokec¢idinin termik emaldan sonra
volt-amper xarakteristikalari.

Termik emaldan sonra heterokegidlorin oksine VAX-inda U = 3V-a
gadoarki hissads X=0,5 torkibli heterokecidlar ligiin, n < 2 olur va gorginliyin U =
1,5 V giymatinoe gadar olan hissads asason n = 1 olan generasiya corayanlari
tstlinliik toskil edir. U = 2V gorginliyine qodor m = 1 iist gostaricisi ilo [ oc Um
ganununa tabe olur ki, bu da foza yiiklori ilo mohdudlanan carayanlar ii¢iin
ylkdasiyicilarin doyma siiratinds yiikdasiyicilarin tunel kegidi {iglin tipikdir.
Todqiq olunan Si/ZnSeiTeyx heterokecidlorindo gorginliyin artmas: ilo oks
coroyanin miisahido olunan artimi homginin onlarin konarinda defektlotin
olmasi ils slagslondirils bilar.
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